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Реферат:
1. Дисертація присвячена детальному дослідженню домішкових центрів у шаруватому кристалі GaSe:Gd
методами ЕПР і ПЕЯР. Зареєстровані і пояснені спектри 8 нових парамагнітних центрів. Визначені параметри
спін-гамільтоніана, що описує ЕПР і ПЕЯР спектри та запропоновані моделі центрів. Встановлено, що іони
Gd3+ заміщують у гратці кристалу ковалентно зв'язані пари галію. Для ряду центрів у міжшаровому просторі
виявлені іони Li+ і Na+, які служать компенсаторами заряду. Різноманіття центрів обумовлене
нееквівалентністю вузлів гратки шаруватого кристалу, відмінністю природи компенсатора заряду та
утворенням обмінних комплексів. Одержані відомості про структуру дефекту в якому носій заряду (дірка)
локалізується поблизу домішкового іону. Зареєстровано і досліджено ПЕЯР у нульовому магнітному полі.
Вивчені його особливості, переваги і загальні закономірності. Температурні залежності ЕПР спектрів у
кристалі GaSe:Gd пояснені наявністю в фононному спектрі шаруватого кристалу низькочастотних оптичних
коливань. Для центру Gd3+(Na+) виявлений ефект локальної тримерізації шаруватої структури.



2. The dissertation is devoted to detailed study of impurity centres in a layer crystal GaSe:Gd by ESR and ENDOR
techniques. Spectra of 8 new paramagnetic centres are registered and interpreted. Parameters of a
spin–Hamiltonian describing the observed ESR and ENDOR spectra are determined, and models of the centres are
suggested. It is revealed that Gd3+ ions substitute gallium covalent bound pairs in the crystal lattice. For a number
of centres the Li+ and Na+ ions compensating charge were found in the intra-layer space. Obtained variety of the
centres is caused by lattice sites inequivalence in the layer crystal, distinction in charge compensator natures,
formation of complex exchange centres. Information about the structure of defect caused by charge carrier (hole)
localization in the vicinity of impurity ion was obtained. ENDOR in a zero magnetic field is found and studied. Its
features, advantages and general regularities are investigated. Temperature dependencies of ESR spectra in
GaSe:Gd crystal are explained by presence of low-frequency optical oscillations in a phonon spectrum of the layer
crystal. It was found for Gd3+ (Na+) centre that the layer structure locally behaves as a regular 3D crystal.
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